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１．概要（Summary） 
プラズマプロセスにおける多くの現象が温度に影響され

る。例えば、チャンバー壁表面への反応種吸着確率やエ

ッチング生成物のトレンチ側壁への吸着確率は温度に依

存し、結果としてエッチング選択比やパターンの側壁形状

に大きな影響を与える。そこで、チャンバー構成材料の表

面解析を進め、材料開発を進めた。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
表面解析プラズマビーム装置 

【実験方法】 
基板温度を所望の温度範囲に制御してエッチングを施

した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

基板温度 20°C ではエッチングは進行が遅く、基板温

度100°C では210 s の処理で8 nm エッチングが進行

した。このことから、材料側壁におけるエッチング反応で

は生成物の脱離確率やエッチングイールドが基板温度

によって決まることなどが考えられた。 
 
４．その他・特記事項（Others） 
 なし。 
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